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[背景] 近年、格子定数などの異なる材料を組み合わせた多接合太陽電池が常温接合法によって

作製され高い光電変換効率が報告されており、異種基板の接合により各基板特有の機能を併せ持

った新たな機能デバイスが日々研究されている[1,2]。 

本実験では、異種半導体基板を用いて、実用化に向けた目標値である、接合界面抵抗値 

ρc≤10-2 Ωcm2を達成することを目的とした。 

 

 [実験方法] 本実験では、7 mm × 7 mmの半導体基板を用いて、高速

原子ビーム(Fast Atom Beam：FAB)照射の印加電圧をパラメータとして

接合実験を行った。接合にはオーミック電極を備えた p-InP 基板上の

p-InGaAs(1~2×1019 cm-3), n-GaAs(2~4×1018 cm-3)の基板を準備し、接合

実験を行った。図１に p-InGaAs // n-GaAsの接合概要図を示す。 

 

[結果および考察]  

図２に J-V 特性を示す。p-InGaAs // n-GaAsの J-Vカー

ブはオーミックに近い接触となった。図 2から、FAB

の印加電圧を 1.5 kV から 1.0 kV へと変化させる事で接

合界面抵抗が低減している事が分かる。FAB の印加電

圧を低下させることで、表面の平坦性が改善し強固な接

合が形成されたと推定している。 
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Fig.1. Bonding structure of p-InGaAs // n-GaAs 

Fig.2. J-V characteristics of p-InGaAs // n-GaAs 
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